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Il. HODNOCENI JEDNOTLIVYCH KRITERIi

Zadani primérné narocné
Hodnoceni ndroc¢nosti zaddni zavérecné prdce.
VloZte komentar.

Splnéni zadani spinéno

Posudte, zda predloZend zdveérecnd prdce splnuje zaddni. V komentdri pripadné uvedte body zadadni, které nebyly zcela
splnény, nebo zda je prdce oproti zaddni rozsifena. Nebylo-li zaddni zcela spIinéno, pokuste se posoudit zdvaznost, dopady a
pfipadné i priciny jednotlivych nedostatkd.

VloZte komentar.

Zvoleny postup reSeni spravny
Posudte, zda student zvolil spravny postup nebo metody reseni.
VloZte komentar.

Odborna droven A - vyborné

Posudte uroveri odbornosti zavérecné prdce, vyuZiti znalosti ziskanych studiem a z odborné literatury, vyuZiti podkladi a
dat ziskanych z praxe.

Vlozte komentafr.

Formalni a jazykova uroven, rozsah prace B - velmi dobie
Posudte sprdvnost pouZivani formdlnich zdpist obsaZenych v prdci. Posudte typografickou a jazykovou strdnku.
Vlozte komentafr.

Vybér zdrojh, korektnost citaci A - vyborné

Vyjddrete se k aktivité studenta pfi ziskavani a vyuZivani studijnich materidlu k Feseni zdvérecné prdce. Charakterizujte
vybér pramend. Posudte, zda student vyuZil vSechny relevantni zdroje. Ovérte, zda jsou vSechny prevzaté prvky radné
odliseny od vlastnich vysledk( a tuvah, zda nedoslo k poruseni citacni etiky a zda jsou bibliografické citace uplné a v souladu
s citacnimi zvyklostmi a normami.

VloZte komentar.

Dalsi komentare a hodnoceni

Vyjddrete se k urovni dosaZenych hlavnich vysledki zdveérecné prdce, napr. k urovni teoretickych vysledkt, nebo k urovni a
funkénosti technického nebo programového vytvoreného reseni, publikacnim vystuplm, experimentdlini zru¢nosti apod.
Vlozte komentar (nepovinné hodnoceni).
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IIl. CELKOVE HODNOCENI, OTAZKY K OBHAJOBE, NAVRH KLASIFIKACE

Posuzovana diplomovéa prace byla vypracovana na Katedie mikroelektroniky Elektrotechnické fakulty
CVUT. Cilem prace bylo porovnani vlivu neutronového zafeni na statické charakteristiky vykonovych PiN
diod realizovanych na bazi kfemiku a karbidu kiemiku (polytyp 4H-SiC). Formalni a jazykova Groven prace
je dobrd. Pouze nékdy neni ziejmy divod fazeni jednotlivych kapitol a jejich vzajemné propojeni.
V teoretické ¢asti jsou popsany zakladni vlastnosti polovodic¢e karbidu kiemiku (SiC), PIN diody, je
zaveden termin radia¢niho poskozeni a vysvétleny typy radiaéniho poSkozeni v kiemiku a SiC. V kapitole
7. jsou popsany pouzité experimentalni metody a jednotlivé méfici aparatury. Vysledky méfeni jsou
podrobné popsany v kapitole 8 a v zavéru je zhodnocen potencialni pfinos prace pro praxi.

Hlavnim ptfinosem ptedlozené diplomové prace je zjisténi, Ze PIN diody SiC jsou z hlediska radia¢ni
odolnosti vyhodnou nahradou kiemikovych PIN diod v oblasti jaderného nebo kosmického primyslu.
Velmi zajimavym vysledkem je linedrni zavislost zkoumanych parametri SiC na davce neutrond.

K ptedloZené praci mam nékolik formdlnich pfipominek a dotazu.

a) Postradam detailngjsi popis métenych PIN diod. Neni dostate¢né specifikovana struktura méfenych Si i SiC diod.
Neni ziejmé, jakym postupem byly vyrobeny zkoumané diody. Jsou Si diody komercéné koupené (dodavatel) nebo
byly vyrobeny na katedie? Cim byly dopovéany jednotlivé vrstvy? Chybi schéma diody. Jaka byla koncentrace
volnych nosici v i-vrstvé? V piipadé SiC diod, kdo je dodavatel substratu SiC, co to je neimplantovana anoda?
Obrazek 14 je hodné¢ schematicky a jesté prevzaty. Jaka je koncentrace, elektricka vodivost i-vrstvy? Jak byly
diody okontaktovany pro méteni v jednotlivych aparaturach?

b) Experimentalni metody nejsou podrobné popsany. Co je pulsni metoda I-V (étyfbodova, dvoubodova..)? Chybi
schéma zapojeni aparatury. Je zvazovana pii analyze dat z C-V metody existence povrchoveé vrstvy?

c) Pfi vyhodnoceni koncentrace nosi¢t méfenych metodou C-V postradam aspoi jeden graf naméfenych dat, kde by
byl ztejmy rozptyl hodnot.

d) Strana 4. Tabulka 1 Co znamena hodnota intrinzické koncentrace v zapornych fadech?

e) Strana 51. Méfeni DLTS. Neni uvedena ani jedna Arheniova zavislost. Jak byly vyhodnoceny energie
jednotlivych hladin a zachytné prifezy?

f) Strana 56. Neni dostate¢né vysvétleno, jak se ziskala doba Zivota. Z fitu celého méfeni nebo linearni ¢asti? Z jake
¢asti? Co mohlo zpusobit kmitani signalu pfi méteni Si diod, kdyz v kratSich odezvach od SiC diod neni
dominantni-obr. 63-64?

g) Strana 61. Zavérny proud - neprojevuje se zde vliv zahtivani sou¢astky (1000V, 10mikroA)? Je to vykon 10mW!

h) Strana 62. U obrazku 55 neni ziejmé, co jsou ¢isla v legend€.

i) Strana 70, Tabulka 9. Neni vysvétleno, co je které policko.

j) Nevhodny ndzev obrazkt 61-64. Zméiené... co je W v obr. 61, v obr.64 chybi ¢ast popisu.

I pres vSechny pfipominky z mého hlediska piedlozend prace svymi vysledky, rozsahem a zplisobem
zpracovani vyhovuje pozadavkiim kladenym na diplomové prace. Diplomant prokazal pii feSeni uvedené
problematiky dobré znalosti z fyziky pevnych latek i schopnost aplikovat teoretické znalosti
pti experimentu. Proto v pfipadé zdarného zodpovézeni jednotlivych dotazli a vysvétleni pfipominek
doporucuji predloZenou praci k obhajobé.

PredloZenou zavérecnou praci hodnotim klasifikaénim stupném A - vyborné.

Datum: 3.6.2019 Podpis:
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